
少、叹 

电子元器件辐射效应实验室 

为川lang Institute of physical and Che而cal Technology. CAS 表号：XLH/QPR-D9. 6. 4-2019 

测试过程记录表 
审核人员： 编号：KC-2025-JL-05艳勺J 

测试器 
件类型 

CNAS 认可能力范围：．场效应晶体管日乙M0S 数字集成电路 
・双极型晶体管・电荷祸合成像器件・运算放大器 

・电压比较器 

其他： 测试地 
点及环 
境条件 

.3 号楼105 室 ・3 号楼315 室 

.3 号楼F101 室凶号楼立竺室 
U ，吼令  'I 
1。,t _一i 'ca , , -, T1 \牛度介众宁劝 
测试环境温度（实际）：鱼斗、℃ J ' 
测试环境湿度（实际）: b RH 

20〕‘ 

测试依 
据标准 
条款 

CNAS 认可能力范围：. GB/T 4586-1994; E 台B/T 17574-1998; U GB/T 4587-2023; U GJB 7951-2012; 

U GB/T 17940-2000; U GB/T 6798-1996 ・其他: 

翼 

CNAS 认可能力范围： 

1．场效应晶体管：・栅极截止电流或栅极漏泄电流・漏极电流・漏极截止电流・栅一源阂值电压 

2.CMOS数字集成电路：回输入高电平电流回输入低电平电流口输出高电平电压叼输出低电平电压 

0 静态条件下的电源电流叼劫态条件下的总电源电流回功能检验 

3．双极型晶体管：・集电极一基极截止电流・发射极一基极截止电流・集电极一发射极截止电流 

・集电极一发射极饱和电压・基极一发射极饱和电压・共发射极正向电流传输比的静态值 

・集电极一基极电压・发射极一基极电压・集电极一发射极电压 

4．电荷祸合成像器件：・暗信号・暗信号非均匀性・饱和输出信号・光响应非均匀性 

5．运算放大器：・输入失调电压・输入失调电流・输入偏置电流・开环电压增益・共模抑制比 

6．电压比较器：・输入失调电压・输入失调电流・输入偏置电流・开环电压增益・输出低电平电压 

其他： 

测试 
方式 

媳位测试．原位测试．在线测试 

数据保 
存位置 

/ 

防静电 
措施 

．加湿器；．离子风机；回防静电服；叮防静电手套／防静电指套；・防静电器件盒； ・防静电腕带； 
・无特殊要求；其它： 

注：1.数据保存位置：应详细记录数据保存的文件夹名称，例如“某测试系统计算机／0 盘／外所／委托方名称斗试验开始日期”。 

第厂页 共歹 (杭) 

1解 
3 乡b 



电子元器件辐射效应实验室 

为川iang Institute ot physical and Chemical Technology, CAS 表号：XLH/QPR-D9. 6.4-2019 

测试过程记录续表 
审核人员： 编号：KC-2025-JL-052 

测试设备型 
号及名称／编 
号／计量有效 

期至 

・BC3193 半导体分立器件测试系统/37/2025.04.17 
口命93000 大规模电路测试系统/34/2025.05.30 
U B 1500A 半导体参数测试系统/53/2025.04.17 
・STS2I07C 模拟器件测试系统/65/2025.04.17 
・光电成像器件参数测试系统/35 /2025.06.03 

U 4200-SCS/F 半导体参数测试系统/31/2025.04.17 
其他： 

样品序号 
剂量点／注量点 

能量点／退火时长 
开始时间 结束时间 结果判定 记录人 备注 

{ 口六 
又0达、；、仲 

｝价00 
7。衫oS -. 

｝名：2。 多！攫灵 
} ｛口口1 <- 2o5.3,称 

协日5-

2.oi5' 3,.2-

l 补抓 女・！筱灵 

备注 

1．除非特别注明，此表格中剂量点单位为rad(Si)，注量点单位为e/c扩，能量点单位为MeV，退火时长单位为h。 

2．样品序号为“试验样品信息记录表”中对应的样品序号栏内容。 

3．结果判定只能填写如下引号内容："Pass 或P”表示合格，"Fail 或F”表示不合格（参数失效），“功能失效”，“一”表示不涉及结果判定， 

共吐类。 

第2严 共7顽（原始记录） 


